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  研究成果 

A. 媲美單晶矽電特性之短通道(80nm)閘極全環繞
超薄複晶矽奈米線無接面電晶體，有著低於一
伏的閘極操作電壓和接近理想的次臨界擺幅值。
(圖A) 

B. 可適用於3D垂直堆疊式多通道之具應變效應之
側壁鑲嵌三閘極多晶矽鰭式無接面電晶體，可
避免在深次微米電晶體中，應力層厚度受到限
制。 (圖B) 

C. 可適用於3D垂直堆疊式多通道之奈米帶無接面
電晶體，具有高的導通電流。 (圖C) 

D. 新型摻雜方式之殼型摻雜輪廓無接面場效電晶
體，具有低的關閉電流和次臨界擺幅值。 (圖D) 

E. 具低功率功耗、低溫製造之新穎多晶矽穿隧薄
膜電晶體。 (圖E) 
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